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１．概要（Summary） 

英マンチェスター大の Novoselov、Geim らが単層グラ

フェンの機械的剥離および電気特性の測定に成功して

以来、グラフェンに関する研究報告は爆発的に増加して

いる。注目される理由は優れた電気特性にあり、特に移

動度は~106 cm2V-1s-1 と群を抜いている。また、厚さが単

原子層 (2.4612 Å)でスケーリングの点でも有利であるこ

とから Si に替わる超高速動作可能なトランジスタ材料とし

て期待されている。 

半導体素子応用のためにはグラフェンの電気特性の理

解が必須である。また、グラフェンの特性をより正確に評

価するためには、大気中の水分やコンタミ成分の影響を

受けにくい真空下での測定が望ましい。本開発では

SiO2/p+-Si 基板上に作製したグラフェン素子の真空下で

の電流-電圧特性評価を目的とする。 

２．実験（Experimental） 

  SiO2/p+-Si基板上へ転写されたCVD成長単層グラフ

ェンを用い、半導体プロセスで一般的に使用されるフォト

リソグラフィにより電極形成等の加工を行った（一例を

Fig.1 に示す）。電極材料として Ti/Au、Pd、Ni を使用し

た。大気中の水分等の影響を除外するため、電流-電圧

特性の測定は真空チャンバー内で行った。測定装置とし

て、独立行政法人 物質・材料研究機構の共通機器であ

る極低温プローバ―システム（ナガセテクノエンジニアリン

グ，ケースレーインスツルメンツ製）を使用した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 形成した素子はいずれもオーミック特性を示していた。ド

レイン電流-ゲート電圧特性を Fig.2 に示す。Ti/Au およ

び Ni 電極を用いた場合には、グラフェンに特徴的なアン

バイポーラ特性が確認できた。一方、Pd 電極の場合には

この特性は見られなかった。この原因については更なる

調査が必要だが、グラフェン-金属間の相互作用の差異も

しくはプロセス時に除去しきれなかったレジスト成分による

グラフェンの高濃度p型ドープによりディラックポイントがシ

フトしているものと考えられる。 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 

Fig.1 An example of optical microscope 

image of a graphene sample. 
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Fig.2 Gate voltage dependence of drain current. 
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